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近年、テラヘルツ(THz)電磁波パルスを利用した応用研究が様々な分野で精力的に進められてい

る。この THz電磁波パルスの検出素子としては、現在、波長 780 nmフェムト秒パルスレーザー

を利用する低温成長 GaAs(LT-GaAs)光伝導アンテナ(PCA)が主流であるが、本研究ではより高感度

な LT-GaAs PCAの開発を目指して実験を進めている。今回その一つの試みとして、スイッチ部の

電極幅の異なるダイポール型 PCAの作製を行い、テラヘルツ時間領域分光(THz-TDS)システムを

用いて、InAs表面から放射される THz電磁波パルスの検出強度の比較をおこなった。  

実験では、図 1に示すようにLT-GaAs基板上にAuSn合金を真空蒸着し、電極部の幅が20 µm, 300 

µmのダイポール型 PCAを作製した。図 2にこれらの PCAで検出した THz 電磁波の時間領域波

形を示す。THz波の検出強度はアンテナ幅 20 µmの素子の方が 3倍程度大きいことが分かる。こ

れは、励起用レーザーを対物レンズを用いて集光しているため、電極幅の広い PCAでは、その電

極間ギャップ領域に効率的にレーザー光が照射できていないためと考えられる。そこで、現在、

シリンドリカルレンズを用いてこのギャップ領域に効率的にレーザー光を照射できる THz-TDS

システムの構築をおこなっている。この新たなシステムを用いて今後さらなる比較検討を行うこ

とを予定している。当日はその結果ならびにアニール効果についても報告する予定である。 
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学術研究助成基金助成金挑戦的萌芽研究（T 236562190），産学共創基礎基盤研究の支援のもと行

われた。 

 

Figure 1. Structure of LT-GaAs PCA 
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Figure 2. THz waveforms detected by 

LT-GaAs PCAs with different 

antenna widths 
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